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ベンゼン環が 120 度の角度で配列した剛直分子であるトリプチセン分子内の一つの面に対して

異なる機能団を導入したヤヌス型トリプチセンとして，トリプチセン部位が入れ子状に充填した

層と長鎖アルキル基の層からなる層状構造を形成することが可能である。1) 分子自己集合体の形

態を制御して高密度に集積化すると物質に機能を付与することができる。今回は，ヤヌス型トリ

プチセンのプラズマエッチングプロセスのマスク材料としての応用の観点から，塩素プラズマに

対するエッチング特性の評価を行ったので報告する。 

図1に実験に用いたヤヌス型トリプチセン(TripC12)を示す。TripC12は抵抗加熱型真空蒸着法により

GaAs 基板上に成膜した。エッチングには誘導結合型プラズマ(ICP)エッチング装置(Samco, RIE101ip)を

用いた。図 2 に，TripC12，GaAs，Si，SiO2，ナノインプリントレジスト mrI8300 のエッチングレートの基板側

RF パワー依存性を示す。この結果から，TripC12には SiO2に近い塩素プラズマ耐性があり，GaAs および

Si の塩素プラズマエッチングのマスクとして使用可能であることがわかった。図 3 に，TripC12 をマスクとし

て用いてCl2-ICPエッチングを行ったGaAs基板の断面の光学顕微鏡写真を示す。TripC12の良好な塩素

プラズマ耐性によりGaAsのエッチングが可能であることがわかった。TripC12は，プロセス条件の最適化に

より化合物半導体の光デバイスや電子デバイスの製作に有効なレジスト材料として応用が期待される。 

1) Y. Shoji, N. Seiki, F. Ishiwari, T. Kajitani, T. Someya, and T. Fukushima, Polym. Prepr. Jpn. 62, 3063–3064 (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 ヤヌス型
トリプチセン
(TripC12) 
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図 2 TripC12，GaAsのエッチングレートの
基板バイアス RF パワー依存性 
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図 3 TripC12 をマスクとした Cl2
プラズマエッチング後の GaAs
基板断面の光学顕微鏡写真 
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